
第14回ナノテクノロジー
総合シンポジウム

2016

Proceedings
第
4
回
ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
総
合
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

文
部
科
学
省
ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

講
演
予
稿
集

2016

第
4
回
ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
総
合
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

Sponsored by

Center for Nanotechnology Platform (National Institute for Materials 

Science (NIMS) / Japan Science and Technology Agency (JST) ) by the 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

Co-sponsored by

The Institutions, participating in the Nanotechnology Platform:

Hokkaido University, Chitose Institute of Science and Technology, Tohoku University, 

University of Tsukuba, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 

The University of Tokyo, Tokyo Institute of Technology, Waseda University, Shinshu University, 

National Institutes of Natural Sciences Institute for Molecular Science, 

Nagoya University, Nagoya Institute of Technology, Toyota Technological Institute, 

Kyoto University, Japan Advanced Institute of Science and Technology, 

Nara Institute of Science and Technology, Osaka University, Japan Atomic Energy Agency, 

Hiroshima University, Yamaguchi University, Kagawa University, Kyushu University, 

Kitakyushu Foundation for the Advancement of Industry Science and Technology

Date: January 29th(Fri), 2016

Venue: Tokyo Big Sight, Conference Tower(Tokyo)

“Next Generation Electronics Driven by Nanotechnology”

Sponsored by

Center for Nanotechnology Platform (National Institute for Materials 

Science (NIMS) / Japan Science and Technology Agency (JST) ) by the 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

Co-sponsored by

The Institutions, participating in the Nanotechnology Platform:

Hokkaido University, Chitose Institute of Science and Technology, Tohoku University, 

University of Tsukuba, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 

The University of Tokyo, Tokyo Institute of Technology, Waseda University, Shinshu University, 

National Institutes of Natural Sciences Institute for Molecular Science, 

Nagoya University, Nagoya Institute of Technology, Toyota Technological Institute, 

Kyoto University, Japan Advanced Institute of Science and Technology, 

Nara Institute of Science and Technology, Osaka University, Japan Atomic Energy Agency, 

Hiroshima University, Yamaguchi University, Kagawa University, Kyushu University, 

Kitakyushu Foundation for the Advancement of Industry Science and Technology

Date: January 29th(Fri), 2016

Venue: Tokyo Big Sight, Conference Tower(Tokyo)

“Next Generation Electronics Driven by Nanotechnology”

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム



第 回ナノテクノロジー
総合シンポジウム

2016

Proceedings

Sponsored by

Center for Nanotechnology Platform (National Institute for Materials 

Science (NIMS) / Japan Science and Technology Agency (JST) ) by the 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

Co-sponsored by

The Institutions, participating in the Nanotechnology Platform:

Hokkaido University, Chitose Institute of Science and Technology, Tohoku University, 

University of Tsukuba, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 

The University of Tokyo, Tokyo Institute of Technology, Waseda University, Shinshu University, 

National Institutes of Natural Sciences Institute for Molecular Science, 

Nagoya University, Nagoya Institute of Technology, Toyota Technological Institute, 

Kyoto University, Japan Advanced Institute of Science and Technology, 

Nara Institute of Science and Technology, Osaka University, Japan Atomic Energy Agency, 

Hiroshima University, Yamaguchi University, Kagawa University, Kyushu University, 

Kitakyushu Foundation for the Advancement of Industry Science and Technology

Date: January 29th (Fri), 2016

Venue: Tokyo Big Sight, Conference Tower (Tokyo)

“Next Generation Electronics Driven by Nanotechnology”

Sponsored by

Center for Nanotechnology Platform (National Institute for Materials 

Science (NIMS) / Japan Science and Technology Agency (JST) ) by the 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

Co-sponsored by

The Institutions, participating in the Nanotechnology Platform:

Hokkaido University, Chitose Institute of Science and Technology, Tohoku University, 

University of Tsukuba, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 

The University of Tokyo, Tokyo Institute of Technology, Waseda University, Shinshu University, 

National Institutes of Natural Sciences Institute for Molecular Science, 

Nagoya University, Nagoya Institute of Technology, Toyota Technological Institute, 

Kyoto University, Japan Advanced Institute of Science and Technology, 

Nara Institute of Science and Technology, Osaka University, Japan Atomic Energy Agency, 

Hiroshima University, Yamaguchi University, Kagawa University, Kyushu University, 

Kitakyushu Foundation for the Advancement of Industry Science and Technology

Date: January 29th (Fri), 2016

Venue: Tokyo Big Sight, Conference Tower (Tokyo)

“Next Generation Electronics Driven by Nanotechnology”

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム



10:00-10:10 【Opening Remarks / 開会挨拶】

Prof. Kazuhito Hashimoto (President, National Institute for Materials Science, Japan)

橋本 和仁（物質・材料研究機構理事長）
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology/文部科学省

10:10-10:35 【Plenary Lecture / 基調講演】

  Hiroyuki Sakaki (Toyota Technological Institute / National Institute for Materials Science, Japan)

  榊　裕之（豊田工業大学／物質・材料研究機構）
  “Challenges of Next-Generation Electronics Based on Nanotechnology”

  「ナノテクノロジーを基とする次世代エレクトロニクスの挑戦」

10:35-12:00 【Session 1】
Power Electronics /パワーエレクトロニクス

 10:35 -  Leo Lorenz 
  “Power Devices : Key Technology Driver for Future Power Electronic Systems - Development Trend in Europe”

  「将来のパワーエレクトロニクスシステムを先導するキーテクノロジー - ヨーロッパにおける開発動向」
 11:10 - Masahito Otsuki (Fuji Electric Co.,Ltd, Japan)

  大月 正人（富士電機株式会社）
  “SiC Power Devices - Today and Future”

  「SiC パワー半導体の現状と将来」
 11:35 - Tetsuzo Ueda (Panasonic Corporation, Japan)

  上田 哲三（パナソニック株式会社）
  “GaN Power Devices on Si Substrates and Application to  Power Conversion Systems”

  「Si 基板上GaNパワーデバイスと電力変換機器への応用」

12:00 - 12:45　　　Lunch / 昼食

12:50-14:30 【Session 2】
Activities of Nanotechnology Platform /ナノテクノロジープラットフォーム活動概要

 12:45 - 13:00 Award Ceremony /表彰式
  Research Achievements and others

  平成27年度の秀でた利用6 大成果及び技術支援表彰
 13:00 - 14:00 Research Topics of Nanotechnology Platform

  平成27 年度の秀でた利用6 大成果
 14:00 - 14:45 Poster Presentation /Activities of Nanotechnology Platform

  ポスター発表／ナノテクノロジープラットフォームの実施概要及び利用成果

January 29th, 2016,  Reception Hall
2016年1月29日（金） 会議棟1階レセプションホール



14:30 - 14:45　　　Break / 休憩

14:45-16:10 【Session 3】
Nanoelectronics /ナノエレクトロニクス

 14:45 - Aaron Thean 
  “Extending Si, Beyond-Si, to Beyond-CMOS: 

   Perspectives on Logic Nano-Electronics Scaling for the Next Decade and Beyond”

  「Si-CMOS を超えるデバイスへの挑戦
   ‒ IoT 時代への論理デバイスの構造、材料、そして新原理」
 15:20 -  Yasuhiko Arakawa (The University of Tokyo, Japan)

  荒川 泰彦 （東京大学）
  “Prospects of Silicon Photonics for Photonic and Electronic Convergence”

  「光電子融合に向けたシリコンフォトニクスの展望」
 15:45 -  Masashi Sahashi (Japan Science and Technology Agency / Tohoku University, Japan)

  佐橋 政司 （科学技術振興機構／東北大学）
  “Voltage Controlled Magnetization Switching and Its Application to Memory/Storage Fields

   -Toward Realization of a Long Term Use IT Devices without Recharging”

  「磁化の電界制御とメモリ／ストレージへの応用展開
    - 無充電で長期間使える究極のエコ IT 機器の実現を目指して」

16:10-17:25 【Session 4】
Electronics for Automated Driving /自動運転におけるエレクトロニクス

 16:10 -  Tsuguo Nobe (Intel K.K. / Nagoya University, Japan)

  野辺 継男 （インテル株式会社／名古屋大学）
  “Roles and Issues of ICT for the Development of Autonomous Vehicles”

  「自動運転実現の鍵を握る ICT要件」
 16:35 - Ryuzo Okada (Toshiba Corporation, Japan)

  岡田 隆三 （株式会社東芝）
  “Image Recognition Technology and Processor for Automated Driving”

  「自動運転の実現に向けた画像認識技術とプロセッサ」
 17:00 - Yoshiki Ninomiya (Nagoya University, Japan）

  二宮 芳樹 （名古屋大学）
  “Key Technologies for Automated Vehicles - High Precision Map and Driving AI”

  「自動運転知能実現に必要な要素技術開発の取り組み」

17:25-17:30 【Closing Remarks / 閉会挨拶】

Dr. Tetsuji Noda 
Materials Science, Japan)

野田 哲二（ 組織委員長、物質・材料研究機構ナノテクノロジープラットフォームセンター長）
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“Challenges of Next-Generation Electronics Based on 

Nanotechnology”

「ナノテクノロジーを基とする次世代エレクトロニクスの挑戦」

 Hiroyuki Sakaki (Toyota Technological Institute / National Institute for Materials Science, Japan)

 榊 裕之 （豊田工業大学／物質・材料研究機構）
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Challenges of Next-Generation Electronics Based on 
Nanotechnology

H. Sakaki

ToyotaTechnological Institute

National Institute for Materials Science,



11

< CV >
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Science (NIMS).
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“Power Devices: Key Technology Driver for Future Power 

Electronic Systems - Development Trend in Europe”

「将来のパワーエレクトロニクスシステムを先導するキーテクノロジー
- ヨーロッパにおける開発動向」

Leo Lorenz (ECPE / In neon Technologies, er any)

“SiC Power Devices - Today and Future”

「SiC パワー半導体の現状と将来」

Masahito Otsuki (Fuji Electric Co.,Ltd, Japan)

大月 正人 （富士電機株式会社）

“GaN Power Devices on Si Substrates and Application to

Power Conversion Systems”

「Si 基板上GaNパワーデバイスと電力変換機器への応用」

Tetsuzo Ueda (Panasonic Corporation, Japan)

上田 哲三 （パナソニック株式会社）
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POWER DEVICES: KEY TECHNOLOGY DRIVER 
FOR FUTURE POWER ELECTRONIC SYSTEMS - 

DEVELOPMENT TREND IN EUROPE

Leo Lorenz

ECPE, 

Munich

Abstract

discussed in detail.
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-

-

-

-
sory Board of several Research Institutions e.g. Fraunhofer Institute, Robert Bosch Center, CORPE 

Leo Lorenz
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SiC Power Devices – Today and Future

M. Otsuki

Abstract

reduction in power dissipation as well as increase in power 

 V 

 
 

. The All-SiC power 

inductance and very high power density to squeeze 

References

Fig. 1  The SiC hybrid power module 
installed 690V inverter “FRENIC-VG 
Stack Series” 

Fig. 2  Mega solar power conditioning 
sub-system and All-SiC module.
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< CV >
<Academic Background>

<Work Experience>

Masahito Otsuki

Senor Manager, 

Fuji Electric Co.,Ltd.
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GaN POWER DEVICES ON Si SUBSTRATES
AND APPLICATION TO POWER CONVERSION SYSTEMS

Tetsuzo Ueda

Abstract

I. INTRODUCTION

by existing Si power devices. Thus, these new 

and/or high speed operations of power switching 

shows how the applications of power transistors can 

high frequency operation with relatively low output 

II. GaN GATE INJECTION TRANSISTORS ON Si

notable characteristics are the low Ron g (Ron g nC which is 

Fig. 1  Potential applications of GaN and SiC 
power switching transistors.
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III. APPLICATION OF GITs TO POWER CONVERSION SYSTEMS

References
 
 
 

Tetsuzo Ueda

Fig. 2  A schematic cross section of a GIT 
with the operating principle. 

Fig. 3  Operating efficiencies at various output powers of a boost-up DC-DC converter using
GITs with flip-chip assembly. 

Table 1  Summary of DC characteristics of GaN GITs on Si.

ltems Values

Threshold voltage Vth 1.2 V

Rating blocking voltage BVds 600 V

Breakdown voltage BVds 1000 V

Rating drain current ld 15 A

On-state resistance Ron 65 m

Gate charge Qg 11 nC
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Award Ceremony /表彰式
Research Achievements and Others

H27年度の秀でた利用６大成果及び技術支援表彰

Research Topics of Nanotechnology Platform

H27年度の秀でた利用６大成果

Poster Presentation /Activities of Nanotechnology Platform

ポスター発表／ナノテクノロジープラットフォームの実施概要及び
利用成果
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“Extending Si, Beyond-Si, to Beyond-CMOS: 

Perspectives on Logic Nano-Electronics Scaling for the Next 

Decade and Beyond”

「Si-CMOS を超えるデバイスへの挑戦
‒ IoT 時代への論理デバイスの構造、材料、そして新原理」

Aaron Thean (IMEC, Belgiu )

“Prospects of Silicon Photonics for Photonic and Electronic 

Convergence”

「光電子融合に向けたシリコンフォトニクスの展望」

Yasuhiko Arakawa (The University of Tokyo, Japan)

荒川 泰彦 （東京大学）

“Voltage Controlled Magnetization Switching and Its Application 

to Memory/Storage Fields

-Toward Realization of a Long Term Use IT Devices without 

Recharging”

「磁化の電界制御とメモリ／ストレージへの応用展開
 - 無充電で長期間使える究極のエコ IT 機器の実現を目指して」

Masashi Sahashi (Japan Science and Technology Agency / Tohoku University, Japan)

佐橋 政司 （科学技術振興機構／東北大学）
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EXTENDING SI, BEYOND-SI, TO BEYOND-CMOS: 
PERSPECTIVES ON LOGIC NANO-ELECTRONICS SCALING 

FOR THE NEXT DECADE AND BEYOND

A. Thean

Abstract
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-

-

A. Thean
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Prospects of Silicon Photonics for Photonic and Electronic Convergence

Yasuhiko Arakawa

Research Center for Photonics Electronics Convergence,
Institute of Industrial Science, The University of Tokyo

arakawa@iis.u-tokyo.ac.jp

than that for intra-chip ones. However, currently there are no solutions with electrical interconnects, 

open new directions for research into novel photonics function .

C

organization responsible for the project. I have been the project leaders of both PECST and PECT-II 
projects.

dot lasers on silicon.
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Acknowledgement

References
 51

50
40

Yasuhiko Arakawa

Center for Photonics Electronics Convergence, Institute of Industrial Science 

Fig. 1:  (a) Silicon optical integrated system with quantum dot laser array (b) 20 Gbps data
transmission from 25 to 125 C. The results demonstrate capability of the system with 
bandwidthdensity of 15Gbps/cm2 without any temperature adjustment up to 125 C

(a)
(b)
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Voltage Controlled Magnetization Switching 
and Its Application to Memory/Storage Fields 

-Toward realization of a long term use IT devices without recharging-

M. Sahashi 1,2

Tohoku University

Abstract 

during a large-scale disaster or prolonged power outage. Marked reduction of the power 

CPU

DRAM

SRAM

Mobile  SSD
/HDD 

Exis ting Computer 

Voltage  
Torque  
MRAM

Cold Cloud 
HDD

Mobile  SSD
/HDD

Future  
aimed by ImPACT

Voltage  Driven 
Spin Memory

Charge/Power
1/100

Nonvolatile  Integrated 
Logic/Memory  Circuit 

Spin Trans is tor 
CPU

Run more than 
a month 

without charging

Eliminate  chargers  
that are  le ft plugged in

Low power 
consumption 
Data Center

Realize  a safe  and 
secure  society 
by dis tributed 

IT system

Cloud 
HDD

Voltage  Writing
Storage   

Yoshishige  Suzuki
Voltage  Torque  MRAM Project

Shinji Yuasa
Single-Crystalline  MTJ Project 

Ron Jansen 
Spin FET Project

Masashi Sahashi 
Voltage  Writing Magnetic Storage  Project 

Hideo Ohno 
Spintronics Microcomputer Project 

Subjects
which should

be  solved 

Nonvolatile

CPU

Voltage  Driven 
MRAM 

Breakthrough
in down-s izing 

limitation 

Spintronics
Microcomputer
/Dis tributed IT

System  

Voltage  Writing
Magnetic Storage

Fig. 1  Scheme of ImPACT Sahashi Program
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“Roles and Issues of ICT for the Development of Autonomous 

Vehicles”

「自動運転実現の鍵を握る ICT要件」

Tsuguo Nobe (Intel K.K. / Nagoya University, Japan)

野辺 継男 （インテル株式会社／名古屋大学）

“Image Recognition Technology and Processor for Automated 
Driving”

「自動運転の実現に向けた画像認識技術とプロセッサ」

Ryuzo Okada (Toshiba Corporation, Japan)

岡田 隆三 （株式会社東芝）

“Key Technologies for Automated Vehicles - High Precision Map 
and Driving AI”

「自動運転知能実現に必要な要素技術開発の取り組み」

Yoshiki Ninomiya (Nagoya University, Japan）

二宮 芳樹 （名古屋大学）
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Roles and issues of ICT for the development of Autonomous Vehicles

Tsuguo Nobe

Intel K.K.

Nagoya University

Abstract

prepare for risks hidden within “out-of-sight” areas. Especially, it will be inevitable in order for the 

Presentation Summary

Recognizable distance, however, of the 

is too “short-sighted” to cope safely with 
the various driving situations, such as, with 
deteriorated line qualities and/or tentative lane 
closure because of road repairs or constructions 

In order to solve these situations, an 

the past, would be used as a sensor network to 
statistically recognize the real status of the road 
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In addition, in order to drive through in the 

or right-turn or pass-through at any crossroad 
needs to be developed. In order to do so, AI, 

rd party service providers, such 
as Transportation Services, Public Services and 
Energy Co., to generate or provide new business opportunities by using or offering APIs, which 

areas (Figure 3).

References

School. At NEC, Established the global standard PC business in the US and Europe, and later also in 

Visiting Associate Professor at Nagoya University. Published books on Connected Vehicle and 
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IMAGE RECOGNITION TECHNOLOGY AND PROCESSOR 
FOR AUTOMATED DRIVING

Ryuzo Okada

Toshiba Corporation

Abstract

architecture.

I. INTRODUCTION

position is used for deciding the angle of the steering wheel and its operation.

II. IMAGE RECOGNITION FOR AUTOMATED DRIVING

 to detect a road 
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III. IMAGE RECOGNITION PROCESSOR
 and 

References

< CV >
Ryuzo Okada is Chief Research Scientist of Interactive Media Laboratory, 

reconstruction. He was a visiting scholar in University of California Los 

(a) Pedestrian detection (b) Static obstacle detection (Red color represents close obstacles)
Fig. 1  Results of image recognition

Fig. 2  Image processing LSI, TMPV76 series
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KEY TECHNOLOGIES FOR AUTOMATED VEHICLES
- High Precision Map and Driving AI -

Y. Ninomiya, Y. Yoshihara and E. Takeuchi

Nagoya University

Abstract

in city roads possible.

Fig. 1  Key issues or technologies for automated diving systems
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【文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム】
≪平成27年度秀でた利用6大成果≫
6大 -1 微細構造解析PF：北海道大学
  「複合金属酸化物ナノワイヤの合成と構造解析」
6大 -2 微細構造解析PF：日本原子力研究開発機構
  「水加ヒドラジン酸化触媒の in-situ XAFS 解析」
6大 -3 微細加工PF：東北大学
  「音響光学フィルタの開発」
6大 -4 微細加工PF：早稲田大学
  「マイクロ流体有機ELの作製と電界発光特性」
6大 -5 分子・物質合成PF：自然科学研究機構 分子科学研究所
  「指定薬物3,4- ジクロロメチルフェニデートの合成と分析」
6大 -6 分子・物質合成PF：名古屋大学
  「溶出順序を自在に反転できるキラル固定相の開発」
  
≪平成27年度技術トピックス≫
トピックス -1 微細加工PF：物質・材料研究機構
トピックス -2 微細加工PF：京都大学
トピックス -3 微細加工PF：産業技術総合研究所
トピックス -4 分子・物質合成PF：奈良先端科学技術大学院大学

≪ナノテクノロジープラットフォームプロジェクトの全体概要≫
事業 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業概要
  
≪ナノテクノロジープラットフォームセンター≫ 
センター ナノテクノロジープラットフォームセンター事業の概要及び成果（1）、（2）
  
≪微細構造解析プラットフォーム≫ 
解析PF- 代表機関 微細構造解析PF 概要及び利用成果概要（1）、（2）
解析PF-1 北海道大学　実施概要及び利用成果概要
解析PF-2 東北大学　実施概要及び利用成果概要
解析PF-3 物質・材料研究機構　実施概要及び利用成果概要
解析PF-4 産業技術総合研究所　実施概要及び利用成果概要
解析PF-5 東京大学　実施概要及び利用成果概要
解析PF-6 名古屋大学　実施概要及び利用成果概要
解析PF-7 京都大学　実施概要及び利用成果概要
解析PF-8 大阪大学　実施概要実施概要及び利用成果概要
解析PF-9 日本原子力研究開発機構　実施概要実施概要及び利用成果概要
解析PF-10 九州大学　実施概要実施概要及び利用成果概要
  
≪微細加工プラットフォーム≫ 
加工PF- 代表機関  微細加工PF 概要及び利用成果概要（1）、（2）
加工PF-1 北海道大学　実施概要及び利用成果概要
加工PF-2 東北大学　実施概要及び利用成果概要
加工PF-3 物質・材料研究機構　実施概要及び利用成果概要
加工PF-4 産業技術総合研究所　実施概要及び利用成果概要
加工PF-5 筑波大学　実施概要及び利用成果概要
加工PF-6 東京大学　実施概要及び利用成果概要
加工PF-7 早稲田大学　実施概要及び利用成果概要
加工PF-8 東京工業大学　実施概要及び利用成果概要
加工PF-9 名古屋大学　実施概要及び利用成果概要
加工PF-10 豊田工業大学　実施概要及び利用成果概要
加工PF-11 京都大学　実施概要及び利用成果概要
加工PF-12 大阪大学　実施概要及び利用成果概要
加工PF-13 香川大学　実施概要及び利用成果概要
加工PF-14 広島大学　実施概要及び利用成果概要
加工PF-15 山口大学　実施概要及び利用成果概要
加工PF-16 北九州産業学術推進機構　実施概要及び利用成果概要
  
≪分子・物質合成プラットフォーム≫ 
合成PF- 代表機関 分子・物質合成PF 概要及び利用成果概要（1）、（2）
合成PF-1 千歳科学技術大学　実施概要及び利用成果概要
合成PF-2 東北大学　実施概要及び利用成果概要
合成PF-3 物質・材料研究機構　実施概要及び利用成果概要
合成PF-4 信州大学　実施概要及び利用成果概要
合成PF-5 北陸先端科学技術大学院大学　実施概要及び利用成果概要
合成PF-6 自然科学研究機構分子科学研究所　実施概要及び利用成果概要
合成PF-7 名古屋大学　実施概要及び利用成果概要
合成PF-8 名古屋工業大学　実施概要及び利用成果概要
合成PF-9 奈良先端科学技術大学院大学　実施概要及び利用成果概要
合成PF-10 大阪大学　実施概要及び利用成果概要
合成PF-11 九州大学　実施概要及び利用成果概要
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Nanotechnology Platform
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム
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Six Research Topics of
Nanotechnology Platform

【文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム】
平成 27年度「秀でた利用 6大成果」
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【文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム】
平成27年度「秀でた利用6大成果」

6大 -1 微細構造解析PF：北海道大学
 「複合金属酸化物ナノワイヤの合成と構造解析」
 ユーザー氏名：定金正洋 a、村山徹 b、Zhang Zhenxinc、上田渉 c（a広島大学、b首都大学東京、c神奈川大学）
 実施機関担当者：坂口紀史（北海道大学）

6大 -2 微細構造解析PF：日本原子力研究開発機構
 「水加ヒドラジン酸化触媒の in-situ XAFS 解析」
 ユーザー氏名：坂本友和、岸浩史、山口進、田中裕久（ダイハツ工業株式会社）
 実施機関担当者：松村大樹、田村和久、西畑保雄（日本原子力研究開発機構）

6大 -3 微細加工PF：東北大学
 「音響光学フィルタの開発」
 ユーザー氏名：小林広樹 a、藤田圭一 a、堀田一 b、峯尾尚之 c（a長野計器株式会社、bミマキ電子部品株式会社、
 　　　　　　　c株式会社オプトハブ）
 実施機関担当者：森山雅昭、鈴木裕輝夫、戸津健太郎（東北大学）

6大 -4 微細加工PF：早稲田大学
 「マイクロ流体有機ELの作製と電界発光特性」
 ユーザー氏名：安達千波矢（九州大学）
 実施機関担当者：水野潤、笠原崇史、小林直史、桑江博之、庄子習一（早稲田大学）

6大 -5 分子・物質合成PF：自然科学研究機構 分子科学研究所
 「指定薬物3,4- ジクロロメチルフェニデートの合成と分析」
 ユーザー氏名：辻川健治（科学警察研究所）
 実施機関担当者：井上三佳、東林修平（分子科学研究所）

6大 -6 分子・物質合成PF：名古屋大学
 「溶出順序を自在に反転できるキラル固定相の開発」
 ユーザー氏名：前田勝浩、下村昂平、井改知幸、石立涼馬、加納重義（金沢大学）
 実施機関担当者：八島栄次（名古屋大学）
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Outline of Nanotechnology Platform
ナノテクノロジープラットフォーム事業概要

O
u
tlin

e o
f N

a
n
o
tech

n
o
lo

g
y
 P

la
tfo

rm
 / ナ

ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
概
要





文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業
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ナノテクノロジープラットフォーム事業概要
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業
ナノテクノロジープラットフォームセンター事業の概要および成果（ ）

技術 
相談 

機器 
利用 

技術 
補助 

技術 
代行 

共同 
研究 
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ナノテクノロジープラットフォームセンター事業（1）



文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業
ナノテクノロジープラットフォームセンター事業の概要および成果（ ）
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ナノテクノロジープラットフォームセンター事業（2）
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解析PF- 代表機関（1）

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム概要 

問い合わせ：微細構造解析プラットフォーム推進室 (代表機関／物質・材料研究機構) 
 E-mail: acnp@nims.go.jp      Phone: 029-859-2139 

ホームページ: http://www.nims.go.jp/acnp
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解析PF- 代表機関（2）

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
H26年度 微細構造解析プラットフォーム利用成果概要 

問い合わせ：微細構造解析プラットフォーム推進室 (代表機関：物質・材料研究機構) 
 E-mail: acnp@nims.go.jp  Phone: 029-859-2139      

 ホームページ: http://www.nims.go.jp/acnp

新しいナノポーラスマテリアルの創製 
(実施機関：北海道大学)  

Sc i .  Rep . ,  Vo l .  4  (2014)  p .p .  7411

アノード酸化によりアルミニウム上に生成したナノファイ
バーのTEM写真（左図）とEELSスペクトル（右図）。 

アノード酸化によりアルミニウム表面上にアルミナナノ
ファイバーが生成することを見いだした。 
分析TEMによる解析の結果、直径10nm以下のアモル
ファス構造を持つ純アルミナファイバーであることがわ
かった。このような構造を持つアルミニウム表面は、超
高速の超親水性を発現した。 

電気化学還元した 
Pt酸化物薄膜の微細構造解析 
（実施機関：東北大学） 

極めて脆く薄い構造の
形状を保持した樹脂包
埋法及びFIB法による高
分解能TEM試料の作製 

図(a),(b). 
電気化学還元により表
面活性の著しい増大が
見出された最表面微細
構造のSTEM法による観
察・分析を行い触媒活
性と原子レベルの不整
合との関連が示された。 (a) STEM HAADF 150kx (b)STEM HAADF 5Mx 

環境制御型周波数変調方式走査型プローブ顕微鏡 
(物質・材料研究機構)

液中、真空中、ガス雰囲気、加熱、
光照射などの環境場における周波
数変調（FM）方式の高分解能走査
型プローブ顕微鏡（ S P M）。 
固液界面での水和構造などの３次 
元構造可視化が可能。 

試料断面観察 
リアルタイムSEM・STEM観察 
リアルタイム3D-EDS 
リアルタイム3D-EBSD 
加速電圧：30kV (FIB, SEM) 
マイクロサンプリング機能 

高速加工観察分析装置 MI-4000L 
FIB-SEM (名古屋大学)

環境対応型超高分解能電子顕微鏡  
JEM-ARM200F Cold FE   

(東京大学)

Double SDDとトランスファホルダに
より反応性の高い材料の分析が可能 

FEI製 クライオ透過型電子顕微鏡 
Titan Krios 
(大阪大学)  

液体窒素冷却により100K以下の低温
において試料を観察可能な透過型電
子顕微鏡。 
最大12個の試料を同時に導入機構へ
冷却状態で装着可能であり、特に、
バイオ試料を自動で観察することが
可能。 
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

北海道大学 微細構造解析プラットフォーム
－先進ナノ構造・状態解析共用拠点－

研究設備

利用事例

1 2 3D
3

X
2

SEM-FIB
3

TEM SPM

利用形態と利用料金

X

FIB-SEM

STM

XPS,AES, PEEM

1
2 3D
3

(FEI Titan G3 60-300)

S E M S E M + E D S + E B S D 3

(JEOL JIB-4600F/HKD)

( )

JXA-8530F

Titan G3
JIB-4600F/HKD 

問い合わせ：北海道大学 ナノテクノロジー連携研究推進室 
 E-mail: nanoplat@cris.hokudai.ac.jp，Phone: 011-706-9340
ホームページ http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris/nanoplat/ 

解析PF-1 概要
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

問い合わせ：国立大学法人 東北大学 産学連携推進本部 ナノテク融合技術支援センター 
http://cints-tohoku.jp/  電話：022-217-6037 メイル： cintsoffice@rpip.tohoku.ac.jp 

ご利用方法：CINTS WEB システ
ム：h p://cints-tohoku.jp/

収差補正電顕の利用 

Carboniza on 
500oC, 850oC, 900oC-1h

N2 ow, Catalyst: Fe, Ni, Co
Fe(OH)(CH3COO)2 was added

by aqueous impregna on 

Wood Carbon including metal par cles

Removing metal catalyst by 
using 1M-HNO3

Oxda oC in air

Forma on of a metal free wood 
carbon including graphite shell chains
(GSCs) 

Wood Carbon

0.6-1.4mm-sized 
powder

Solar energy
CO2 

H2O

Future energy resources
90% of the biomass
Carbon neutral

A new re ry process of woody biomass by carbonizing Fe-loaded larch (or birch) [Prof.Suzuki’s group itami 
Ins te of Technology]

removing amorphous carbon
weight reduc on  70%

(Y. Kodama, et al. Carbon 50 (2012) 3486-3496) 

Nanostructure and Morphology of Wood Carbon Observed by Low Voltage Electron Microscopy

ご利用可能な装置

a-Al2O3 a-Al2O3 

FePd

Phase contrast

 Sato, T. J. onno, Y. Hirotsu, J. Appl. Phys. 105(3),  (2009).

Cs = - 0.34 m  f = -13nm

Cs-HRTEM 法と波面再構築によるポテンシャルの直視

FIB による試料加工

利用事例：低加速 SEM および TEM によるソフトマターの観察 

( Fe)

(
)

( + )

A-12-TU-0019

FIB

Scanning ion microscope image (SIM ) 

 ( ) 

解析PF-2 概要

67



解析PF-3 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

問い合わせ：物質・材料研究機構 微細構造解析プラットフォーム事務局 
E-mail: nmcp@nims.go.jp   Phone: 029-859-2139

ホームページ http://www.nims.go.jp/nmcp/ 

h p://www.nims.go.jp/nmcp/ 

TEM

( )

X

Amyloid A

A

184(C5H15NPO4+) 783 [M+Na]+ 72(Val 102 Glu

184(C5H15NPO4+) 783 [M+Na]+ 72(Val 102 Glu

A /POPC

A /DMPC

500 500 2

POPC: 1-Palmitoyl-2-oleoylphospha dylcholine M.W.759.6
DMPC: 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine M.W.677.5
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解析PF-4 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

問い合わせ：産業技術総合研究所 AIST微細構造解析プラットフォーム 事務局 
E-mail: ancf-contact-ml@aist.go.jp，Phone: 029-851-5300 

ホームページ https://unit.aist.go.jp/rima/nanotech/index.html 

AIST
- (ANCF)- 

3

(NMR)

XAFS

-400
400

0 
X[nm]

-500

0 

Y[nm]

50
0 
Z[nm] 

400

29Si NMR 

~50 m

EUV

e-
h =255eV

MCP

p Si

n
Si 5nm SiO2 

3nm SiO2 

SiO2 2

ANCF概要

公開装置と計測対象

利用事例紹介：陽電子プローブマイクロアナライザ－（Ｐ
ＰＭＡ）

利用ガイド

ANCF
https://unit.aist.go.jp/rima/nanotech/index.html
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K.Matsui, H.Yoshida,Y.Ikuhara
Scien c  Reports 4:4758 doi:10.1038/srep04758(2014)

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業
微細構造解析プラットフォーム

問い合わせ：東京大学微細構造解析プラットフォーム コーディネート室 中村 一彦
E-mail: info@lcnet.t.u-Tokyo.ac.jp，Phone: 03-5841-6372

ホームページ http:// lcnet.t.u-tokyo.ac.jp

Orthopyroxene

0.08nm
SDD,EELS

(30,000 / )

TEM,STEM,SEM,

0.1nm
SDD,EELS

(18,000 / )

JEM—ARM200F Cold FE JEM—2800

Fe,Mg

Opx : (Mg, Fe)SiO3
Cpx : clinopyroxene( )

Opx(rectangles)

Cpx(parallelograms)

Kogure et al. Earth, Planets and Space 2014, 66:84
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解析PF-6 概要
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  

微細構造解析プラットフォーム 

問い合わせ：名古屋大学 未来材料・システム研究所 超高圧電子顕微鏡施設 
ナノテクノロジープラットフォーム 微細構造解析プラットフォーム 
 E-mail: nanoplat@nagoya-microscoy.jp,   Phone:  052-789-3632 

ホームページ http://nanoplat.nagoya-microscopy.jp 

http://nanoplat.nagoya-microscopy.jp

30

       FIB-SEM    1 30,400            
JEM-1000kRS) 1 28,000
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

3

         

JEOL  JEM-9310FIB 
Gatan  Model 691 PIPS 
Leica  Ultracut UCT 
South Bay Technology  D500i 

      JEOL  JEM-2100F(G5) 

      JEOL  JEM-2200FS + CEOS CETCOR 

      JEOL  JEM-ARM200F 

    
     
     

         
     

                  

5,150 2,575
4,120 2,060

5,800 2,900

2,000 1,000
300 150
300 150
150 75

1,080 540

             (1 , , ) 

  

問い合わせ：京大微細構造解析プラットフォーム事務局 
 E-mail: nanoplat@eels.kuicr.kyoto-u.ac.jp, Phone: 0774-38-3051 

ホームページ http://tem.nanoplat.cpier.kyoto-u.ac.jp/ 

LDOS map 

10 nm 

解析PF-7 概要
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解析PF-8 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

問い合わせ：大阪大学 超高圧電子顕微鏡センター ナノテクノロジープラットフォーム事務室（横山佳奈） 
 E-mail: info-nanoplat@uhvem.osaka-u.ac.jp，Phone: 06-6879-7941 

ホームページ http://www.uhvem.osaka-u.ac.jp/nanoplatform-kouzoukaiseki/index.html 

- - 

3000kV

( ) 

( ) 

( )

H-7500 FEI Titan Krios) 
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細構造解析プラットフォーム 

問い合わせ：九州大学 超顕微解析研究センター 微細構造解析プラットフォーム事務局 
 E-mail: nano_hvem@hvem.kyushu-u.ac.jp ，Phone: 092-802-3489 

ホームページ http://nanoplat.hvem.kyushu-u.ac.jp/ 

100 mm230 mm2

0.5 m 1 frame (~1 min)

R: N-K , G: Si-K , B: O-K

2 m

Crackrar c
TEM-BF

with dual Cs correctors  
and highly- cient XEDS 

with an omega-type EELS 

with a Tr  Edge  
Sensor XEDS 

with cold-FEG, dual Cs correctors 
and dual highly-e cient XEDS 

500 nm 
Graphite

Graphite
Diamond

GraphiteDiamond

0.34 nm 
d0002=0.34nm

  

解析PF-10 概要
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ：微細加工プラットフォーム 代表機関 
 E-mail: nanoplat@t.kyoto-u.ac.jp，Phone: 075- 753-5656 

ホームページ http://nsn.Kyoto-u.ac.jp 

大学や研究機関の最先端微細加工設備＆保有技術が活用できます 

h p://nsn.kyoto-u.ac.jp/ 

加工PF- 代表機関（1）
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ：微細加工プラットフォーム 代表機関 
 E-mail: nanoplat@t.kyoto-u.ac.jp，Phone: 075- 753-5656 

ホームページ http://nsn.Kyoto-u.ac.jp 
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加工PF- 代表機関（2）
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

研究設備 

2

130kV 5
EB FIB

FE-SEM

( )
ELS-F130

ELS-F125
ELS-7000HM

ELS-3700
ELS-7300

:DDB-201
MA-6

MA-20
 ( ED-1500R)

CVD ( PD-220ESN)
PD-10C1

( MPS-4000C1/HC1)
( IBS-6000)

( SUNALE-R)
Cambride NanoTech Savannah 100

5 Av028
PAC-LMBE

EBX-8C
ICP RIE-101iPH

ICP SPM-200
ICP EIS-700

NLD-500
RIE-10NRV

IBE-6000S
ECR EIS-200ER

JSM-6700FT
SH-221

KH-7700
WXS-156S-L2,AM1.5GMM

FIB EIP-3300F
PC-01-H

125kV

ICP RIE NLD

2 100 10000

(125kV) 

(100kV) (30kV) 

1

2

3

FE-SEM ICP

北海道大学 微細加工プラットフォーム 

利用事例 利用形態と利用料金 

14 nm 

ELS-F130HM

4

1mm 200nm
20

5

! 

SUNALE

問い合わせ：北海道大学創成科学研究機構 ナノテクノロジー連携研究推進室（松尾保孝） 
 E-mail: nanoplat@cris.hokudai.ac.jp，Phone: 011-706-9340 
ホームページ http://www.cris.hokudai.ac.jp/cris/nanoplat/ 

D 2 G

加工PF-1 概要
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ：ナノテクノロジープラットフォーム ××××室（氏名） 
 E-mail: xxx@nims.go.jp，Phone: xxx-xxx-xxx 

ホームページ http://www.xxxxxxxx 

MEMS

6 100

EB 7

LPCVD SiN, Poly-Si, SiO2, SiON

/

PECVD 4 SiN, SiO2, TEOS-SiO2, W

Deep RIE 4

X CT 

UV

5

Si

問い合わせ：東北大学試作コインランドリ （東北大学西澤潤一記念研究センター内） 戸津 健太郎 
 E-mail: totsu@mems.mech.tohoku.ac.jp，Phone: 022-229-4113 

ホームページ http://cints-tohoku.jp/ 

Si, Poly-Si RIE 

2 2

AFM SEM 2 TOF-SIMS 

 : ¥650/h ¥460 /h

 : ¥5,565 /h 
¥3,150 /h

 : ¥10 10,000 /h 

MEMS 3 30
3 5

1

 5 μm

AOTF 60 mm  5mm 

加工PF-2 概要
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NIMS PF
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加工PF-3 概要
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加工PF-4 概要

i 

nm 

Al2O3
SiO2
AlN
SiN
TiO2
Ta2O5
ZnO
HfO2
Ru
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム University of 

Tsukuba 

問い合わせ：筑波大学微細加工プラットフォーム事務局  
 E-mail: staff@u-tsukuba-nanotech.jp，Phone: 029-853-5804 

ホームページ  http://www.u-tsukuba-nanotech.jp 

SILVACO, ATHENA/ATLAS

 RF , CFS-4EP-LL<i-miller>

, EB-350T

Heidelberg instruments, DWL66

ELIONIX, ELS-7500EX

Heidelberg instruments, 
PG501

SIJ , SDO50

Neutronix-Qintel, Q2001CT

, RIE-10NR

DISCO, DAD322

FIB-SEM FIB-SEM FEI, Helios NanoLab ™ 600i

SEM , SU-8020

 AFM Bruker, mode8 Bruker, Dimension Icon

Agilent, B1500A

ULVAC, Dectak3 ST

. 

1,360  5,320
  1,780    6,940
  1,930    7,090
  2,480    7,630
  5,360    10,520
  970    6,130

  2,840  7,990
  410    5,560

     1,690    6,850
  1,210    6,360
  11,360    20,390
  2,770    7,920

     3,040    8,190
     380    8,300
     320    4,280

I

1sec

mm

FIB

FIB Dual

加工PF-5 概要
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加工PF-6 概要

VDEC 

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ：ナノテクノロジープラットフォーム 東京大学超微細リソグラフィー・ナノ計測拠点支援室 
（受付 渡邊かをる 拠点マネージャ：三田吉郎） 

 E-mail: nanotech@sogo.t.u-tokyo.ac.jp，Phone: 03-5841-1506 
ホームページ http://nanotechnet.t.u-tokyo.ac.jp/ 

Nano Lithography and Measurement Platform/VLSI Design and Education Center, the University of Tokyo 

736 400
300

10 2038

3

4 5

F5112+VD01 
ADVANTEST

F7000S-VD02 
ADVANTEST

1.
2. F5112 RIE CE-300I
3. MA6 DeepRIE Pegasus
4. Idonus Vapor-HF

640 80

NG OK 

MUC-21(Pegasus) CE-S 
ULVAC

WEB
CR

1
1

EB

ClassA:
ClassB:
ClassC:
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

--  -- 
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E-mail inn-npc@list.waseda.jp    Phone 03-5286-3181 

h p://www.all-nano.waseda.ac.jp/pla orm/index.html 

  

(ALD)
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加工PF-7 概要
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加工PF-8 概要

20nm / /
3

EBL
2012 2013 2014 2015

FAIS)

80nm EBL
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JBX-6300 5,300/1
MX-1204 100/1 H25

(Suss MA -8 2,000/1
6 8,300/1

HR3246 33,600/1
RIE-10NR 3 7,900/1

ICR-101RF 2,900/1
S-5200 1,800/1

FIB/SEM JIB-4501 H25 3,300/
Ultratech Fiji F200 H25 7,800/1

CMOS

(MZ)
Fig. 1 MZ

3dB

2
320nm, 350nm

Si (Fig. 2)
1550nm

6.4 V
(Fig. 3)

1 110,000
1 38,000

web
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ：ナノテクノロジープラットフォーム 名古屋大学 微細加工プラットフォーム事務局（岩田 聡） 
 E-mail: info@nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp，Phone: 052-789-3639

ホームページ http://nanofab.engg.nagoya-u.ac.jp/ 

8
3
8 MBE
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(
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X

X
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60MHz
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加工PF-9 概要

88



文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

T  T  I  
NANO 
platform 

Patterned Ni NPs 

a-Si
SiO2

Si

To be resonator Cantilever 

B
Si

P
Si

111

001 101

SEM EBSD

MEMS

103.9kHz

MEMS

10 μm I

MI

2013

Poster Award

MEMS Si
XeF2 NO F2 F2 + NO

F + FNO

基板温度により
エッチレート、
形状、表面化学
組成が大幅に変
化する性質があ
る。 

Gaussian03 
B3LYP/6-31 G +(d) 

C

Vertical etch rate, Ev
Lateral etch rate, EL

24

5.5 m
6 m

MI

3500
  

 (   
) 

問い合わせ：ナノテクノロジープラットフォーム 研究支援室（安田美智枝） 
 E-mail: nanoplatform_office@toyota-ti.ac.jp，Phone: 052-809-1725

ホームページ http://www.toyota-ti.ac.jp/kenkyu/nanoplatform/nanoplatform_front_page.html 

加工PF-10 概要
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ：京都大学 ナノテクノロジーハブ拠点 
 E-mail: kyodai-hub@saci.kyoto-u.ac.jp，Phone: 075-753-5231 

ホームページ http://www.nanoplat.cpier.kyoto-u.ac.jp/ 

加工PF-11 概要
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加工PF-12 概要

A
( 4 ) 12,000  18,000

( )  120,000  180,000
( )  1,200,000  1,800,000

B 
( 4  8,000  12,000 

( ) 80,000  120,000 
( ) 800,000  1,200,000 

C
( 4  6,000  9,000 

( ) 60,000  90,000 
( ) 600,000  900,000 
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

問い合わせ：香川大学 社会連携・知的財産センター ナノテクノロジー支援室（鈴木 勝順） 
 E-mail: nanoplatform@ao.kagawa-u.ac.jp，Phone: 087-887-1873 

ホームページ http://www.kagawa-u.ac.jp/nanoplatform/ 

香川大学 社会連携・知的財産センター ナノテクノロジー支援室 

事業概要 
様々な材料を不定形～4インチに対応するナノマイクロ試作ラ
インを提供致します。 
 ・ナノマイクロリソグラフィ装置 
 ・ナノマイクロ成膜/エッチング装置 
 ・ナノマイクロ材料分析/評価装置 
単一装置のみの利用から、複数装置の組み合わせ利用まで、
幅広くご対応致します。 

微細加工設備 

両面マスクアライナー スパッタリング装置 RIE装置 LP-CVD装置 
デュアルイオンビー
ムスパッタ装置 ダイシング装置 

電子線描画装置 酸化・拡散炉 マスクレス露光装置 

利用事例 

Si基板(100) 

Si3N4薄膜 
膜厚：約100nm 

A A’ 

A-A’断面の模式図 

◆デバイス作製事例 
 平成26年度 
 F-14-GA-002 
 香川高専 

＜主な利用装置＞ 
 ・LP-CVD 
 ・SEM 

真空蒸着装置 ICP-RIE装置 

Si基板にLP-CVDにてSi3N4薄膜を形成し、フォトリソグラフィー
とドライエッチングによりSi3N4を部分的に加工した。その後、
KOHによるSi結晶異方性エッチングを行うことで、Si3N4の薄膜が
中空に保持されている構造を作製することができた。 

利用形態 
下記5種類の利用形態があります 

共同研究 

機器利用 

技術代行 

技術相談 

技術補助 

利用者と支援者が共同で実施する
成果公開型研究 

利用者が自立して、自ら機器を操
作する 

支援者が利用者に代行して設備を
操作する 

利用者からの相談に専門家として
応える技術コンサルタントとして
の支援 

操作方法を自ら機器を操作するこ
とができるように使用法を指導す
る 

お問い合わせは、下記のメールアドレス or 電話
にてお受け致します。 
ホームページに今までの活動実績などを掲載して
いますので、是非一度ご覧ください。 

加工PF-13 概要
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加工PF-14 概要

SiO2
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H

H H

H

H

H

H

HO S

AGE    1.0 nm

GaN

Si

50 m

20 

TG
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S D
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

GaN

AIST
SCE

Fig. 1 Experimental 
setup for 
examina

Fig. 2 Calibra
curve of Hydrogen 
by SCE

GaN

Si Ni/Au T

Fig. 1 Cross-s  SEM image of developed resist pa ern.

加工PF-15 概要
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加工PF-16 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
微細加工プラットフォーム 

42.21m2

問い合わせ：公益財団法人北九州産業学術推進機構 共同研究開発センター（安藤、上野） 
 E-mail: nano01@hibikino.ne.jp Phone: 093-695-3600 

ホームページ http://www.ksrp.or.jp/shisetsu/semicon1.html 

5.04%F.S.(measuring range is 1600 [um]), 
0.82%F.S(measuring range is 1[ ]) and 1.78%F.S. 
(measuring range is 1[ ]), respec vely.

SET 

RESET 
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分子・物質合成プラットフォーム
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問い合わせ：分子科学研究所 機器センター 
 E-mail:  nanoplat@ims.ac.jp，Phone: 0564-55-7431 

ホームページ http://mms-platform.com/ 

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム概要 

5 μm

合成PF- 代表機関（1）
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム利用成果概要 

問い合わせ：分子科学研究所  機器センター 
 E-mail:  nanoplat@ims.ac.jp，Phone: 0564-55-7431 

ホームページ http://mms-platform.com/ 

AlO4 

AlO5 * 

*

http://mms-platform.com/example/user-reports/ http://mms-platform.com/example/user-reports/ 
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：東北大学 分子・物質合成プラットフォーム 事務局 
 E-mail: cintsoffice@rpip.tohoku.ac.jp，Phone: 022-217-6037 

ホームページ http://cints-tohoku.jp/ 

 ICP

CAS 27Al NMRBPFT

27Al NMR
NMR

AlO5 K2O

合成PF-2 概要
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：物質・材料研究機構 分子・物質合成プラットフォーム  
 E-mail: SML-office@nims.go.jp  Phone: 029-859-2399 

ホームページ http://www.nims.go.jp/mmsp/ 

NIMS

NMR

LMD

LC-MS/MS

LC/MS/MS 

LC/MS/MS ¥1,000 ¥1,750
¥1,000 ¥1,750
¥500 ¥1,250

LC/MS/MS ¥2,000 ¥3,500
¥2,000 ¥3,500
¥1,000 ¥2,500

NMR MALS GPC LMD 

1

NMR 

合成PF-3 概要
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合成PF-4 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

Peapods

 026-269-5230 hashimt@shinshu-u.ac.jp 026-269-5670
  H.P. h p://www.shinshu-u.ac.jp/ins tu on/icst/nano/ 

27
50,000

5,000

Hydroshot 

CVD

TEM 

Tri

STEM 

XPS PPMS 

CsTEM 

CVD

FE-SEM 
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：北陸先端科学技術大学院大学 分子物質合成プラットフォーム 運営委員会 
                   E-mail: nano-net@jaist.ac.jp Phone: 0761-51-1449  
                  ホームページ：

 Bruker Biospin AVANCE III 800MHz
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Bruker Daltonics Solarix 

 Quantum design MPMS-XL7SK (
SQUID) 

TEM H-7650, H-9000 
STEM ARM-200F 
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Figure  3 Nano-PALDI imaging of pes cide. Op cal image of cucumber sec ons 
corresponded with control (i), sprayed procymidone a er a harvest for 0 (ii),  1 
(iii), 3 (iv) and 5 (v) days.  (A), MS spectra reconstructed as ion image of 
procymidone (B), merged image with op cal and ion image (C). 
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T. Okubo et al., Paci chem 2015 (Hawai, Dec. 18th,2015). 
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合成PF-5 概要
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合成PF-6 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：分子科学研究所 機器センター （横山 利彦） 
 E-mail: nanoplat@ims.ac.jp，Phone:0564-55-7431 

ホームページ http://nanoims.ims.ac.jp/ims/ 

分子科学研究所 

UVSOR 

有機太陽電池・デバイス作製 有機合成、無機合成 

大型計算機、分子ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ 

走査型電子顕微鏡 ESR 

3次元プロファイラー 

NMR レーザー装置 ザザ 装置

最先端の設備から、有機・無機合成のものづくりまで幅広く支援 

3,4ジクロロメチルフェニテートの合成 
Erythro体 

Threo体 

ＮＭＲ 

・両ジアステレオマーから同一の保持時間、
質量スペクトルを有するピークが検出 
→GC-MS中に分解し、3,4-ジクロロフェニル
酢酸メチルを生成 

erythro体 

threo体 

遊離塩基 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 
保持時間、分 

TIC 

TIC 

218 

159 

59 
89 123 

123 

59 
89 218 

159 

トリフルオロアセチル化体 

10 11 12 13 14 15 

保持時間、分 

16 17 18 

threo体-TFA 180 

67 55 

180 
erythro体-TFA 

55 67 

・両ジアステレオマーは熱分解せずに検
出され、また、良好にピーク分離された 
→ 3,4-ジクロロメチルフェニデートの
GC/MSには、TFA誘導体を行うことが推
奨される 

ＧＣ－ＭＳ 

まとめ 

薬物分析においては、遊離塩基のGC-MS分析は一般的な手法であるが、3,4-ジクロロメチルフェニデートの場合はこの手法は不適
当であることが明らかとなった。メチルフェニデートの新たなアナログ（例えばメチルフェニデートのナフチルアナログなど）
が、今後危険ドラッグとして 流通していく可能性がある。3,4-ジクロロメチルフェニデートの合成と分析を通じて得られた知見
は、今後のこうした薬物の鑑定に生かせるものと考えられる。 

利用事例 指定薬物3,4-ジクロロメチルフェニデートの合成と分析 
                                 科学警察研究所 

薬物鑑定に際する標準品の重要性 

GC-MS 
LC/MS/MS 

所有物 尿・血液・毛髪 

分析挙動が標準品と 
一致することが必須 

検察官送致までに必要な場合
→48時間以内 
公訴提起までに必要な場合 
→最大23日間  

Cl

Cl

CO2Me

N H

3,4-dichloromethylphenicate 
Chemical Formular  C14H17Cl2NO2 
Molecular Weight: 302.20  
H26.3.6 薬物指定 Cl

Cl

CO2Me

N H
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：名古屋大学分子・物質合成プラットフォーム事務局 
 E-mail: nano-platform@apchem.nagoya-u.ac.jp,  Phone: 052-789-4609 

ホームページ http://nano-platform.apchem.nagoya-u.ac.jp 
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合成PF-7 概要
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合成PF-8 概要
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文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

問い合わせ：名古屋工業大学 スマートマテリアル創成研究所（日原岳彦） 
 E-mail: hihara@nitech.ac.jp，Phone: 052-735-5298 

ホームページ http://nano.web.nitech.ac.jp 

VHPO

VHPO

APL Materials
AIP Publishing Laser Focus 

World Sciencedaily

    

% % 

Bis (hydroxyethyl) pyridine 2 (V) 1
2 1 2 1 2

1,3,5-trimethoxybenzene
NMR 1 50% VHPO

名古屋工業大学 スマートマテリアル創成支援 
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24 34件 23件 11件
25 37件 22件 15件
26 47件 22件 25件
27 57件 36件 21件
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合成PF-9 概要
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合成PF-10 概要

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業  
分子・物質合成プラットフォーム 

お問い合わせ：ナノテクノロジー設備供用拠点 拠点事務室（北島） 
 E-mail: kitajima@sanken.osaka-u.ac.jp，Phone: 06-6879-4309 

ホームページ http://nanoplatform.osaka-u.ac.jp/syn/ 
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問い合わせ：
 E-mail：    Phone： 092-802-2845 

ホームページ 
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